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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板を保持するように構成された基板テーブルと、
パターン形成された照射光線を前記基板上に投影するように構成された投影システムと、
前記投影システムと前記基板テーブルとの間の空間を液体で少なくとも部分的に充満する
ように構成された液体供給システムと、
前記空間に少なくとも部分的に露出されるように構成された表面を有するセンサと、
前記センサの表面と、少なくとも部分的に前記空間に露出されるように構成されたリソグ
ラフィ投影装置の導電性又は半導電性要素との間にバイアス電圧を印加するように構成さ
れた電源と
を備える、リソグラフィ投影装置。
【請求項２】
前記表面が少なくとも部分的に被覆で覆われている、請求項１に記載のリソグラフィ投影
装置。
【請求項３】
前記被覆がクロムを有する、請求項２に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項４】
負電圧が前記センサの表面に印加され、正電圧が前記導電性又は半導電性要素に印加され
る、請求項３に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項５】
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前記表面が半導電性又は導電性材料を含む、請求項１に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項６】
前記導電性又は半導電性要素が鋼を含む、請求項１に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項７】
負電圧が前記センサの表面に印加され、正電圧が前記導電性又は半導電性要素に印加され
る、請求項１に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項８】
前記バイアス電圧が約５Ｖから約１０Ｖまでである、請求項１に記載のリソグラフィ投影
装置。
【請求項９】
照射光線を調整するように構成された照明システムと、
前記照射光線の断面にパターンを付与するように構成され、それによってパターン形成さ
れた照射光線が形成されるパターン形成装置を保持する構造を有する支持部と、
基板を保持するように構成された基板テーブルと、
前記基板の目標部位上に前記パターン形成された照射光線を投影するように構成された投
影システムと、
前記投影システムと前記基板テーブルとの間の空間を少なくとも部分的に液体で充満する
ように構成された液体供給システムと、
前記空間に少なくとも部分的に露出されるように構成された半導電性又は導電性表面を有
するセンサと、
前記センサの表面と前記空間に少なくとも部分的に露出されるように構成されたリソグラ
フィ投影装置の導電性又は半導電性要素との間にバイアス電圧を印加するように構成され
た電源と
を備える、リソグラフィ装置。
【請求項１０】
前記表面が少なくとも部分的に被覆で覆われている、請求項９に記載のリソグラフィ投影
装置。
【請求項１１】
前記被覆がクロムを有する、請求項１０に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１２】
負電圧を前記センサの表面に印加し、正電圧を前記要素に印加する、請求項１１に記載の
リソグラフィ投影装置。
【請求項１３】
前記要素が半導電性又は導電性材料を有する、請求項９に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１４】
前記半導電性又は導電性材料が鋼を有する、請求項１３に記載のリソグラフィ投影装置。
【請求項１５】
負電圧を前記センサの表面に印加し、正電圧を前記要素に印加する、請求項９に記載のリ
ソグラフィ投影装置。
【請求項１６】
前記バイアス電圧が約５Ｖから約１０Ｖまでである、請求項９に記載のリソグラフィ投影
装置。
【請求項１７】
リソグラフィ装置の投影システムと基板との間の空間に液体を供給する工程と、
リソグラフィ装置のセンサの表面とリソグラフィ投影装置の導電性又は半導電性要素との
間にバイアス電圧を印加する工程であって、前記要素が少なくとも部分的に前記液体に露
出され、前記表面が少なくとも部分的に前記液体に露出されるバイアス電圧を印加する工
程と、
前記投影システムを用いて前記液体を貫通して前記基板上にパターン形成された照射光線
を投影する工程と
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を含む、デバイスを製造する方法。
【請求項１８】
前記表面が少なくとも部分的に被覆で覆われている、請求項１７に記載のデバイスを製造
する方法。
【請求項１９】
前記被覆がクロムを有する、請求項１８に記載のデバイスを製造する方法。
【請求項２０】
負電圧が前記センサの表面に印加され、正電圧が前記導電性又は半導電性要素に印加され
る、請求項１９に記載のデバイスを製造する方法。
【請求項２１】
前記表面が半導電性又は導電性材料を有する、請求項１７に記載のデバイスを製造する方
法。
【請求項２２】
前記導電性又は半導電性要素が鋼を有する、請求項１７に記載のデバイスを製造する方法
。
【請求項２３】
負電圧を前記センサの表面に印加し、正電圧を前記導電性又は半導電性要素に印加する工
程を含む、請求項１７に記載のデバイスを製造する方法。
【請求項２４】
前記バイアス電圧が約５Ｖから約１０Ｖまでである、請求項１７に記載のデバイスを製造
する方法。
【請求項２５】
リソグラフィ装置の投影システムと基板との間の空間に液体を供給する工程と、
前記リソグラフィ装置のセンサの表面とリソグラフィ投影装置の導電性又は半導電性要素
との間にバイアス電圧を印加する工程であって、前記要素が少なくとも部分的に前記液体
に露出され、前記表面が少なくとも部分的に前記液体に露出されるバイアス電圧を印加す
る工程と、
を含む、リソグラフィ装置のセンサ表面の溶解を減少させる方法。
【請求項２６】
前記表面が少なくとも部分的に被覆で覆われている、請求項２５に記載のリソグラフィ装
置のセンサ表面の溶解を減少させる方法。
【請求項２７】
前記被覆がクロムを有する、請求項２６に記載のリソグラフィ装置のセンサ表面の溶解を
減少させる方法。
【請求項２８】
負電圧が前記センサの表面に印加され、正電圧が前記導電性又は半導電性要素に印加され
る、請求項２７に記載のリソグラフィ装置のセンサ表面の溶解を減少させる方法。
【請求項２９】
前記表面が半導電性又は導電性材料を有する、請求項２５に記載のリソグラフィ装置のセ
ンサ表面の溶解を減少させる方法。
【請求項３０】
前記導電性又は半導電性要素が鋼を有する、請求項２５に記載のリソグラフィ装置のセン
サ表面の溶解を減少させる方法。
【請求項３１】
負電圧を前記センサの表面に印加し、正電圧を前記導電性又は半導電性要素に印加する工
程を含む、請求項２５に記載のリソグラフィ装置のセンサ表面の溶解を減少させる方法。
【請求項３２】
前記バイアス電圧が約５Ｖから約１０Ｖまでである、請求項２５に記載のリソグラフィ装
置のセンサ表面の溶解を減少させる方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リソグラフィ装置及びデバイスを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は、基板上、通常は基板上の目標位置に所望のパターンを適用する機
械である。リソグラフィ装置は、例えば集積回路（ＩＣ）の製造に使用することができる
。その場合は、マスク又はレチクルとも呼ばれるパターン形成装置を、ＩＣの個々の層に
形成される回路パターンを生成するのに用いることができる。このパターンは基板（例え
ばシリコン・ウェハ）上の目標部位（例えば、１つ又は複数のダイ部分を含む）に転写す
ることができる。パターンの転写は、通常、基板上に形成された感光材層（レジスト）上
に結像することにより行われる。一般に、単一の基板は、連続的にパターン形成される隣
接目標部位の回路網を有する。公知のリソグラフィ装置には、一度に目標部位に全パター
ンを露光するように各目標部位を照射するいわゆるステッパ、及び、パターンを所定の方
向（「スキャン」方向）に照射光線を横切ってスキャンし、その方向に平行又は逆平行に
基板を同期してスキャンすることによって各目標部位を照射するいわゆるスキャナが含ま
れる。パターンを基板上に押付け焼付けすることによりパターン形成装置から基板へパタ
ーンを転写することも可能である。
【０００３】
　リソグラフィ装置中の基板を比較的屈折率の高い液体、例えば水に浸し、投影システム
の最終要素と基板の間の空間をその液体で満たすようにすることが提案されてきた。これ
の要点は、露光光線が液体中では波長が短くなるので、より小さい形状の結像が可能にな
ることである。（液体の効果は又、システムの実効ＮＡ（開口数）及び焦点深度を増加さ
せるとみなされてよい。）固体粒子（例えば石英）を懸濁させた水を含む他の浸漬液も提
案されてきた。
【０００４】
　しかし、浴液の中に基板、又は基板と基板テーブルを浸漬すること（例えば、米国特許
第４５０９８５２号を参照のこと。同特許は全体として本明細書に参照により援用される
）は、スキャン露光中に加速する必要がある大量の液体が存在することを意味する。これ
により、新たな又はより強力なモータが必要になり、又、液体の乱れが、望ましくない予
想外の影響を及ぼす恐れがある。
【０００５】
　提案された解決策の１つは、液体供給システムが液体を基板の局所的領域にのみ及び投
影システムの最終要素と基板の間に供給することである（基板は一般に投影システムの最
終要素より表面積が大きい）。これを構成するように提案された方法が、ＰＣＴ特許出願
ＷＯ９９／４９５０４に開示されており、全体として本明細書に参照により援用される。
図２及び図３に示されるように、液体は、少なくとも１つの注入口ＩＮによって、好まし
くは最終要素に対する基板の移動方向に沿って基板上に供給され、投影システムの下を通
過した後、少なくとも１つの排出口ＯＵＴによって除去される。即ち、基板が要素の下を
－Ｘ方向にスキャンされるとき、液体は要素の＋Ｘ側で供給され、－Ｘ側で取り除かれる
。図２は、注入口ＩＮを介して液体を供給し、要素の反対側で低圧源に接続された排出口
ＯＵＴによって取り除く構成を概略的に示す。図２の例示では、必ずしもそうでなくてよ
いが、液体は最終要素に対する基板の移動方向に沿って供給される。最終要素の周りに配
置される注入口及び排出口は、様々な向き及び数を採ることができ、図３に、両側に排出
口を伴う１個の吸入口が４組、一定のパターンで最終要素の周りに設けられている１つの
例を示す。
【０００６】
　浸漬リソグラフィ装置の多数の要素が、半導電性被覆又は導電性被覆を有し得、或いは
半導電性材料又は導電性材料製であり得る。例えば、光学センサが、アラインメント又は
波面を検知するために通常使用される。そのようなセンサは、透過するか反射するかを場
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所によって変えるために、リソグラフィ・パターンの金属性被覆又は誘電性被覆を通常採
用する。このセンサは、通常、浸漬リソグラフィ装置中の液体に露出されている。
【０００７】
　ＤＵＶ光線の影響によって、導電性又は半導電性被覆或いは材料が劣化し得、それによ
って、センサ性能に経時劣化を生じる。これにより、通常、センサの定期的再較正が必要
になり、センサの寿命が低下する。この劣化は、センサの被覆又は材料が浸漬液中で溶解
するために起こり得る。この劣化によって、センサ被覆又は材料の粒子の剥脱が起こり得
、その結果、浸漬液の汚染及び基板の汚染の問題が生じ得る。
【０００８】
　一例として、必要なパターンを得るのにクロムは容易にパターン形成されうるので、セ
ンサはクロム被覆を採用することができる。しかし、クロムは、ＤＵＶ環境下でイオン化
が起こり得るので、浸漬液中で劣化し易いかもしれない。イオン化により、浸漬液に溶出
し得るクロムイオンが生成される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、例えば、センサの被覆又は材料の劣化が低減し又は防止され、センサの被覆又
は材料の溶解による浸漬液の汚染が低減し又は防止されるリソグラフィ装置を提供するこ
とが有利である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、
　基板を保持するように構成された基板テーブルと、
　パターン形成された照射光線を基板上に投影するように構成された投影システムと、
　投影システムと基板テーブルとの間の空間を液体で少なくとも部分的に充満するように
構成された液体供給システムと、
　空間に少なくとも部分的に露出されるように構成された表面を有するセンサと、
　センサの表面と、導電性又は半導電性要素との間にバイアス電圧を印加するように構成
された電源であって、該要素が少なくとも部分的に前記空間に露出されるように構成され
た電源と
を備える、リソグラフィ投影装置が提供される。
【００１１】
　本発明の一態様によれば、
　照射光線を調整するように構成された照明システムと、
　パターン形成装置であって、照射光線の断面中にパターンを付与するように構成された
パターン形成装置を支持するように構成された支持部と、
　基板を保持するように構成された基板テーブルと、
　基板の目標部位上にパターン形成された照射光線を投影するように構成された投影シス
テムと、
　投影システムと基板テーブルとの間の空間を少なくとも部分的に液体で充満するように
構成された液体供給システムと、
　前記空間に少なくとも部分的に露出されるように構成された半導電性又は導電性表面を
有するセンサと、
　前記センサの表面と、前記空間に少なくとも部分的に露出されるように構成された要素
との間にバイアス電圧を印加するように構成された電源と
を備える、リソグラフィ装置が提供される。
【００１２】
　本発明の一態様によれば、
　リソグラフィ装置の投影システムと基板との間の空間に液体を供給する工程と、
　リソグラフィ装置のセンサの表面と導電性又は半導電性要素との間にバイアス電圧を印
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加する工程であって、前記要素が少なくとも部分的に液体に露出され、前記表面が少なく
とも部分的に液体に露出される、バイアス電圧を印加する工程と、
　投影システムを用いて液体を貫通して基板上にパターン形成された照射光線を投影する
工程と
を含む、デバイスを製造する方法が提供される。
【００１３】
　本発明の一態様によれば、
　リソグラフィ装置の投影システムと基板との間の空間に液体を供給する工程と、
　リソグラフィ装置のセンサの表面と導電性又は半導電性要素との間にバイアス電圧を印
加する工程であって、前記要素が少なくとも部分的に液体に露出され、前記表面が少なく
とも部分的に液体に露出される、バイアス電圧を印加する工程と、
を含む、リソグラフィ装置のセンサ表面の溶解を減少させる方法が提供される。
【００１４】
　本発明の実施例を、同じ参照符号は同じ部品を示している添付概略図を参照して、単な
る例として以下に記述する
【実施例】
【００１５】
　図１は、本発明の一実施例によるリソグラフィ装置を概略的に示す。該リソグラフィ装
置は、
　照射光線ＰＢ（例えば紫外線（ＵＶ）又は遠紫外線（ＤＵＶ））を調整するように構成
された照明システム（照明器）ＩＬと、
　パターン形成装置（例えばマスク）ＭＡを支持するように構成され、あるパラメータに
従ってパターン形成装置を正確に位置決めするように構成された第１の位置決め器ＰＭに
連結された支持構造（例えばマスク・テーブル）ＭＴと、
　基板（例えばレジスト被覆ウェハ）Ｗを支持するように構成され、ある種のパラメータ
に従って基板を正確に位置決めするように構成された第２の位置決め器ＰＷに連結された
基板テーブル（例えばウェハ・テーブル）ＷＴと、
　パターン形成装置ＭＡによって照射光線ＰＢに付与したパターンを基板Ｗの目標部位Ｃ
（例えば１つ又は複数のダイを含む）に投影するように構成された投影システム（例えば
、屈折式投影レンズ・システム）ＰＬと
を備える。
【００１６】
　照明システムは、光線を方向付け、形付け、制御するために、屈折式、反射式、磁気式
、電磁式、静電式、又は他のタイプの光学要素、或いはそれらの組合せなど、様々なタイ
プの光学要素を有することができる。
【００１７】
　支持構造部は、パターン形成装置の向き、リソグラフィ装置のデザイン、及び、例えば
パターン形成装置が真空環境中に保持されているか否かなどの他の状況に応じた様式で、
パターン形成装置を保持する。支持構造部は、パターン形成装置を保持するために、機械
式、真空式、静電式、又は他の固締技法を用いることができる。支持構造部は、例えば、
必要に応じて固定された、又は移動可能なフレーム又はテーブルであり得る。支持構造部
は、例えば投影システムに対してパターン形成装置が所望の位置に来ることを確実にし得
る。本明細書で用語「レチクル」又は「マスク」を用いるときは、より一般的な用語「パ
ターン形成装置」と同義であると見做してよい。
【００１８】
　本明細書で用いられる用語「パターン形成装置」は、基板の目標部位にパターンを生成
するために、照射光線の断面にパターンを付与するために用いることができる装置を指す
ものと広く解釈すべきである。照射光線に付与されたパターンは、例えばパターンが位相
シフト特性やいわゆるアシスト特性を伴う場合、基板の目標部位に所望されるパターンに
正確には対応しないこともあることは留意されるべきである。一般に、照射光線に付与さ
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れるパターンは、集積回路など、目標部位に生成されるデバイスの特定の機能層に対応す
る。
【００１９】
　パターン形成装置は透過式又は反射式でよい。パターン形成装置の例としては、マスク
、プログラム可能ミラー・アレイ、及びプログラム可能ＬＣＤパネルがある。リソグラフ
ィではマスクは公知であり、バイナリ、交番位相シフト、減衰位相シフトなどのマスク形
式、並びに様々な合成マスク形式を含む。プログラム可能ミラー・アレイの一例では、そ
れぞれの鏡が個々に傾いて、入射照射光線を様々な方向に反射することができるマトリッ
クス配置の複数の小さな鏡を用いる。傾いたそれぞれの鏡が、鏡マトリックスから反射さ
れる照射光線にパターンを付与する。
【００２０】
　本明細書で使用される用語「投影システム」は、使用される露光光線、又は浸漬液の利
用や真空の利用などの他の因子に対して適切な、屈折式、反射式、反射屈折式、磁気式、
電磁式、及び静電式、或いはそれらの組合せを含む、如何なるタイプの投影システムも包
含するものと広く解釈されるべきである。本明細書で用語「投影レンズ」が用いられると
き、より一般的な用語「投影システム」と同義であると見做してよい。
【００２１】
　ここに示すように、装置は透過タイプ（例えば、透過式マスクを採用している）である
。或いは、装置は反射タイプ（例えば、上記で言及したようなプログラム可能ミラー・ア
レイのタイプを採用するか、又は反射マスクを採用した）でもよい。
【００２２】
　リソグラフィ装置は、２つ（２段）又はそれより多い基板テーブル（及び／又は２つ以
上のマスク・テーブル）を有するタイプでもよい。そのような「多段」機では、追加テー
ブルは並行に用いることができ、又、１つ以上のテーブルは露光に使用しながら１つ以上
のテーブルで準備工程を実施することができる。
【００２３】
　図１を参照すると、照明器ＩＬは光源ＳＯから照射光線を受光する。光源とリソグラフ
ィ装置とは別の機材であり、例えば光源はエキシマ・レーザである。そのような場合、光
源はリソグラフィ装置の一部を形成するとは見做されず、照射光線は、例えば適切な指向
性ミラー及び／又はビーム拡大器を備えるビーム発射システムＢＤの助けを得て光源ＳＯ
から照明器ＩＬへ通される。別の場合は、例えば光源が水銀ランプのとき、光源はリソグ
ラフィ装置と一体でもよい。光源ＳＯ及び照明器ＩＬは、必要ならビーム発射システムＢ
Ｄと共に、照射システムと呼んでもよい。
【００２４】
　照明器ＩＬは、照射光線の角度強度分布を調節する調節部ＡＭを備えることができる。
一般に、少なくとも、照明器の瞳面中の強度分布の外側半径範囲及び／又は内側半径範囲
（通常、外側σ及び内側σと呼ばれる）が調節できる。更に、照明器ＩＬは、積分器ＩＮ
およびコンデンサＣＯなどの様々な他の構成要素を備えることができる。照明器は、照射
光線がその断面内で所望の一様性及び強度を有するように調整するのに使用されうる。
【００２５】
　照射光線ＰＢは、支持構造部（例えば、マスク・テーブルＭＴ）上に保持されたパター
ン形成装置（例えば、マスクＭＡ）上に入射し、パターン形成装置によってパターン形成
される。照射光線ＰＢは、マスクＭＡを通り抜けて、基板Ｗの目標部位Ｃ上に光線を収束
させる投影システムＰＬを通過する。第２の位置決め器ＰＷ及び位置決めセンサＩＦ（例
えば、干渉計装置、リニア・エンコーダ、又は容量型センサ）の助けにより、基板テーブ
ルＷＴが正確に移動して、例えば、様々な目標部位Ｃを照射光線ＰＢの経路中に位置決め
することができる。同様に、第１の位置決め器ＰＭ及び別の位置決めセンサ（図１には明
示されていない）は、例えば、マスクＭＡを、マスク格納部から自動的に取り込んだ後や
スキャン中に、照射光線ＰＢの経路に対して正確に位置決めするのに用いることができる
。一般に、マスク・テーブルＭＴの移動は、第１の位置決め器ＰＭの一部を形成する長行
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程モジュール（粗位置決め）及び短行程モジュール（精密位置決め）の助けによって実現
することができる。同様に、基板テーブルＷＴの移動は、第２の位置決め器ＰＷの一部を
形成する長行程モジュール及び短行程モジュールを用いて実現することができる。ステッ
パの場合は（スキャナとは逆に）、マスク・テーブルＭＴは、短行程アクチュエータのみ
に連結されていてもよく、又、固定されていてもよい。マスクＭＡ及び基板Ｗは、マスク
位置合わせマークＭ１、Ｍ２及び基板位置合わせマークＰ１、Ｐ２を使用して位置合わせ
されうる。基板位置合わせマークは、図示のように、目標部位専用部分に位置を占めるが
、目標部位の間の領域に配置されることもできる（それは、スクライブ・レーン・アライ
ンメント・マークとして公知である）。同様に、マスクＭＡ上に複数のダイが用意されて
いる場合には、マスク位置合わせマークは、ダイ間に配置されうる。
【００２６】
　記述されている装置は、以下のモードの少なくとも１つにおいて使用可である。
　１．ステップ・モードであって、照射光線に付与されたパターン全体が目標部位Ｃに一
度で投影される際、マスク・テーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴは、基本的に静止状態に
保たれる（即ち、単一静止露光）。次いで、別の目標部位Ｃを露光できるように、基板テ
ーブルＷＴは、Ｘ及び／又はＹ方向にシフトされる。ステップ・モードでは、露光範囲の
最大寸法によって、単一静止露光で投影される目標部位Ｃの大きさが制限される。
　２．スキャン・モードであって、パターンを付与された照射光線が目標部位Ｃ上に照射
される間、マスク・テーブルＭＴ及び基板テーブルＷＴが同期してスキャンされる（即ち
、単一動的露光）。マスク・テーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度及び方向は、
投影システムＰＬの拡大（縮小）率及び反転投影特性によって決定することができる。ス
キャン・モードでは、露光域の最大寸法によって、単一動的露光での目標部位の幅（非ス
キャン方向の）が制限され、スキャン移動距離によって目標部位の長さ（スキャン方向の
）が決定される。
　３．別のモードでは、マスク・テーブルＭＴは、プログラム可能パターン形成装置を保
持して基本的に静止状態に保たれ、照射光線に付与されたパターンが目標部位Ｃ上に投影
されている間、基板テーブルＷＴが移動又はスキャンさせられる。このモードでは、一般
に、パルス式光源が用いられ、プログラム可能パターン形成装置は、スキャン中、基板テ
ーブルＷＴの移動後ごとに、又は一連の各照射パルスの合間に、必要に応じて更新される
。この作動モードは、上記に言及したタイプのプログラム可能ミラー・アレイなどのプロ
グラム可能パターン形成装置を用いる非マスク式リソグラフィに容易に適用することがで
きる。
【００２７】
　上記に記述したモードの組合せ及び／又は変形、或いは全く異なるモードを用いること
もできる。
【００２８】
　局所的液体供給システムを有する、別の浸漬リソグラフィの解決策が図４に示されてい
る。液体は、投影システムＰＬの両側にある２本の入口溝ＩＮによって供給され、半径方
向で入口溝ＩＮの外側に配置された個別の複数の排出口ＯＵＴによって除去される。入口
ＩＮ及び排出口ＯＵＴは、中心にそれを通って投影光が投影される穴を有するプレートに
配置されうる。液体は、投影システムＰＬの一方の側にある１つの入口溝ＩＮによって供
給され、投影システムＰＬの他方の側にある個別の複数の排出口ＯＵＴによって除去され
、投影システムＰＬと基板Ｗの間に液体の薄い膜の流れを生じる。どの組合せの入口ＩＮ
及び排出口ＯＵＴを選んで用いるかは、基板Ｗの移動の方向に依存する（入口ＩＮ及び排
出口ＯＵＴの他方の組合せは休止している）。
【００２９】
　提案された、局所的液体供給システムの解決策を有する別の浸漬リソグラフィ解決策は
、投影システムの最終要素と基板テーブルの間の空間の境界の少なくとも一部に沿って延
在する液体閉じ込め構造を有する液体供給システムを提供する。液体閉じ込め構造は、投
影システムに対して、Ｚ方向（光学軸方向）にはある程度相対移動し得るが、ＸＹ面内で
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は実質的に静止している。液体閉じ込め構造と基板の表面の間にはシールが形成される。
一実施例では、シールは、気体シールなどの非接触シールである。気体シールを有するそ
のようなシステムは、米国特許出願第１０／７０５，７８３号に開示されており、全体と
して本明細書に参照により援用される。
【００３０】
　本発明の一実施例が図５に示されている。この実施例では、基板表面と投影システムの
最終要素との間の空間を充満するように液体を閉じ込めるために、貯槽１０が投影システ
ムの投影領域の周りに、基板に対して非接触なシールを形成する。貯槽は、投影システム
ＰＬの下側に、それを囲むように配置された液体閉じ込め構造１２によって形成される。
液体は、例えば入口１３を介して投影システムの下側の空間内で、液体閉じ込め構造１２
内に注ぎ込まれる。液体閉じ込め構造１２は投影システムの最終要素より少し上方に延在
し、液面が最終要素の上にあり、それによって液体のバッファが提供されるようになって
いる。液体閉じ込め構造１２は、上端で内周が投影システム又はその最終要素の形状に緊
密に適合し、例えば円形である。底では、内周は投影領域の形状に緊密に適合し、例えば
、それに限る必要はないが、矩形である。
【００３１】
　液体は、液体閉じ込め構造１２の底面と基板Ｗの表面との間の気体シール１６によって
貯槽内に閉じ込められている。気体シールは、入口１５を介して液体閉じ込め構造１２と
基板の間に加圧されて供給され、第１の出口１４から抜き取られる気体、例えば空気、合
成空気、Ｎ２、又は不活性ガスによって形成される。気体入口１５の加圧、第１の出口１
４の減圧レベル、及び間隙の形状は、液体を閉じ込める内向きの高速な気体流れが生じる
ように構成される。
【００３２】
　貯槽が液体で充満すると、センサ２０も液体に露出されるように、センサ２０が貯槽１
０内に配置される。センサ２０は、少なくとも表面の一部を覆う半導電性又は導電性被覆
を備え、或いは半導電性又は導電性の材料で製作された、液体に露出される表面を有する
。一実施例では、センサは、投影光線の整合性を検知するように設計された光学センサで
ある。そのようなセンサは、その表面にパターン形成されたクロムの被覆を有することが
できる。
【００３３】
　電源２１は、貯槽ケーシング２２に対し適切なバイアス電圧をセンサ表面に印加するよ
うに、センサ２０に接続される。印加されるバイアス電圧は、通常、被覆や材料が液体中
に溶出するのを防止するのに適切であるべきである。電源２１は、所望の電圧を印加する
ために表面に接続されたセンサ固有の電源であってもよい。或いは、分離した電源を使用
することもできる。センサの被覆がクロムを含み、ケーシング２２が鋼を含む例では、正
電圧をケーシング２２に印加し、負電圧をセンサ２０のクロム被覆に印加することができ
る。通常、電圧は約５Ｖであるが、１０Ｖまでの電圧も適切である。
【００３４】
　センサ表面に適切なバイアスを掛けることによって、液体中に溶出す金属イオンの形成
を低減又は防止することができ、そのようなイオンの形成は電気化学的に好ましくない。
これによって、センサの寿命を増加させ、再較正の頻度を減少させることができる。液体
中のイオン形成を低減することによって、液体の汚染を低減し、それによりセンサ又は装
置の精度を他の側面で改善することができる。
【００３５】
　センサはクロム被覆光学センサ以外でもよい。この場合、問題となる特定のセンサ表面
のイオン形成を最小限に抑えるバイアス電圧の大きさ及び極性は、上記に述べたものから
変わり得る。更に、電圧は、液体に露出する１つ以上の導電性又は半導電性部品に対して
印加することができる。通常、センサ表面に比較して嵩張る部品が１つ以上使用される。
従って、バイアス電圧の印加がこれら嵩張る部品に生じる腐食を少なくすると、それらの
機能が損なわれることがなくなる。利用される部品には、貯槽ケーシング２２及び投影シ
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ステム２４の最終要素の（鋼）ケーシング２３が含まれる。
【００３６】
　バイアス電圧はいつでも、又は常時印加することができる。一実施例では、センサが液
体に接触しているときは電圧を常時印加されるが、センサ表面が乾燥しているときは、埃
を引き付けるので印加されない。
【００３７】
　欧州特許出願第０３２５７０７２．３号では、対の、又は２段式の浸漬リソグラフィ装
置のアイディアが開示されている。そのような装置は、基板を支持する２つのテーブルを
備えている。第１の位置にあるテーブルでは浸漬液無しで水準測定が行われ、浸漬液が存
在する第２の位置にあるテーブルでは露光が行われる。或いは、装置はテーブルを唯１つ
しか持たない。
【００３８】
　本文書では、ＩＣ製造でのリソグラフィ装置の使用について特定の言及がなされるが、
本明細書に記述されるリソグラフィ装置は、集積光学システム、磁区記憶装置用案内検出
パターン、フラットパネル・ディスプレイ、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッ
ド等の製造など、他にも用途があり得ることが理解されるべきである。そのような別の用
途においては、本明細書で使用される用語「ウェハ」又は「ダイ」はそれぞれ、より一般
的な用語「基板」又は「目標部位」と同義であると見做すことができることを、当業者は
理解するであろう。本明細書で言及された基板は、露光の前後に、例えばトラック（通常
、レジスト層を基板に塗布し、露光したレジストを現像する装置）、測定装置、及び／又
は検査装置で処理され得る。適用可能であれば、本明細書の開示は、そのような、及び他
の基板をプロセス処理する装置に適用することができる。更に、基板は、例えば多層ＩＣ
を生成するために複数回プロセス処理することができ、従って、本明細書で使用される用
語、基板は、既にプロセス処理された複数の層を有する基板も指すことができる。
【００３９】
　本明細書で用いられる用語「照射線」及び「光線」は、紫外線（ＵＶ）を含むあらゆる
タイプの電磁照射線（例えば、約３６５、２４８、１９３、１５７、又は１２６ｎｍの波
長を有する）を包含する。
【００４０】
　用語「レンズ」は、文脈が許す限り、屈折式及び反射式光学要素を含む１つ又は組み合
わされた様々なタイプの光学要素を指し得る。
【００４１】
　上記で、本発明の特定の実施例を記載してきたが、本発明が、記述されたのとは別の方
法で実施できることは理解されよう。例えば、本発明は、上記に開示された方法を記述す
る、機械が読取り可能な１つ以上のシーケンスの命令を含む計算機プログラムの形、又は
、そのような計算機プログラムをその中に格納したデータ記憶媒体（例えば、半導体記憶
装置、磁気又は光ディスク）の形を取ることができる。
【００４２】
　本発明の１つ以上の実施例は、いかなるリソグラフィ装置にも適用でき、特に、それに
限定されないが、上記のタイプに適用することができる。液体供給システムは、投影シス
テムと基板及び／又は基板テーブルとの間の空間に液体を供給する機構である。それは、
１つ以上の構造、１つ以上の液体入口、１つ以上の気体入口、１つ以上の気体出口、及び
／又は１つ以上の液体排出口のいかなる組合せをも備え得、その組合せは、空間に液体を
供給し、そこに閉じ込める。一実施例では、その空間の表面は、基板及び／又は基板テー
ブルの一部分に限られ、その空間の表面は基板及び／基板テーブルを完全に覆い、又は、
その空間は基板及び／又は基板テーブルを包み込むことができる。
【００４３】
　上記の説明は、例示的なものであり、限定的なものではない。従って、記載された本発
明に、添付の特許請求の範囲から逸脱することなく変更を加えることができることは当業
者にとって明らかであろう。
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【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の一実施例によるリソグラフィ装置を示す図である。
【図２】リソグラフィ投影装置に用いる液体供給システムを示す図である。
【図３】リソグラフィ投影装置に用いる液体供給システムを示す図である。
【図４】リソグラフィ投影装置に用いる別の液体供給システムを示す図である。
【図５】本発明の一実施例による液体供給システム及びセンサを示す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】
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